? E 


DockMNo.: P2001.0129 


20231 

By: 


' certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient 
i as first class m&ejn ap envelope addressed to: Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 


Date: May 10, 2002 



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE 


Applicant 
Appl. No. 
Filed 
Title 


Dirk Hottgenroth 
10/082,556 
February 25, 2002 

Method for Operating an Integrated Memory Unit 


CLAIM FOR PRIORITY 


Hon. Commissioner of Patents and Trademarks, 
Washington, D.C. 20231 

Sir: 

Claim is hereby made for a right of priority under Title 35, U.S. Code, Section 119, 
based upon the German Patent Application 101 08 820.5 filed February 23, 2001. 

A certified copy of the above-mentioned foreign patent application is being submitted 
herewith. 

Respectfully submitted, 



REG NO. 41,947 

Date: May 10, 2002 

Lernerand Greenberg, P.A. 
Post Office Box 2480 
Hollywood, FL 33022-2480 
Tel: (954)925-1100 
Fax: (954)925-1101 


/mjb 


BUND^REPUBLIK DEUH>CHLAND 




Prioritatsbescheinigung tiber die Einreichung 
einer Patentanmeldung 


28 
S3 

-< m 

OO 

34 


Aktenzeichen: 

Anmeldetag: 

Anmelder/lnhaber: 

Bezeichnung: 
IPC: 


101 08 820.5 

23. Februar 2001 

Infineon Technologies AG, 
Munchen/DE 

Verfahren zum Betrieb eines integrierten 
Speichers 

G11C8/12 


Die ahgehefteten Stiicke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur- 
sprunglibheii Unterlagen dieser Patentanmeldung. 


MQnchen, den 28. Februar 2002 
Deutsches Patent- und Markenamt 
Deri President 
Irp ^uftrag 



/ 


Hiebinger 


P 2001, 0129 


Beschreibung 

Verfahren zum Betrieb eines integrierten Speichers 

5 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb 
eines integrierten Speichers. 

Zum Betrieb eines integrierten Speichers, wie beispielsweise 
eines DRAM- Speichers , ist im allgemeinen ein Befehlssatz und 

10 eine Adressierung erf orderlich, die im Ablauf in Verbindung 

miteinander haufig als sogenanntes Protokoll bezeichnet wer- 
^ den. Der Befehlssatz und die Adressierung bestimmter zu 

schreibender oder zu lesender Speicherteilbereiche beispiels- 
weise eines dynamischen Speichers sind heutzutage im allge- 

15 meinen sehr flexibel moglich, vergleiche beispielsweise soge- 
nanntes SDRAM- Protokoll oder Rambus - Protokol 1 . Mit dieser ho- 
hen Flexibilitat einzelne oder wenige Speicherzellen aus ei- 
ner groSen Gesamtheit an Speicherzellen allein und unter ver- 
schiedenen Bedingungen ansprechen zu konnen, geht im allge- 

2 0 meinen auch eine entsprechend hohe Komplexitat einher. 

So werden beispielsweise fur einen 64 Mbit-Chip neben den Si- 
gnalpins fur die eigentliche Dateniibertragung beispielsweise 
^ noch etwa 5 bis 10 weitere Pins fur Kommandos und Referenz- 

25 spannungen, 10 bis 15 weitere Pins fur die Adressierung und 1 
bis 4 Pins fur Taktsignale, sogenannte Clocks benotigt. Damit 
wird die Anzahl der Anschlusse vergleichsweise grofi, wodurch 
sich im allgemeinen auch die Herstellungskosten der Verpak- 
kung erhohen. AuSerdem ist es erf orderlich, sehr viele Funk- 

30 tionen und Funktionskombinationen des Speicherchips vor der 
Auslieferung auf Funktionsf ahigkeit hin zu testen, urn dem 
Kunden ein unter alien denkbaren Einsat zbedingungen funktio- 
nierendes Produkt lief em zu konnen. 

3 5 Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren 

zum Betrieb eines integrierten Speichers anzugeben, durch das 


eine vergleichsweise niedrige Anzahl an Anschlufipins ermog- 
licht ist. 

Die Aufgabe wird gelost durch ein Verfahren zum Betrieb eines 
integrierten Speichers mit einem Speicherzellenf eld, bei dem 
vor einem Speicherzugrif f das Speicherzellenf eld in mehrere 
Speicherbereiche aufgeteilt wird, bei dem fur einen Speicher- 
zugriff einer der Speicherbereiche durch Anlegen einer Spei- 
cherbereichsadresse ausgewahlt wird, bei dem wahrend des 
Speicherzugrif fs Adressen zum Zugriff auf Speicherzellen des 
einen der Speicherbereiche intern vom Speicher generiert wer- 
den, und bei dem uber einen gemeinsamen externen AnschluS des 
Speichers die Speicherbereichsadresse und anschlieSend nach- 
einander Zugrif f sdaten des einen der Speicherbereiche iiber- 
tragen werden. 

Mit der vorliegenden Erfindung ist' es ermdglicht, eine hohe 
Anzahl an benotigten externen Anschliissen beziehungsweise 
Pins dadurch zu verringern, indem eine Speicherbereichsadres- 
se fur einen Speicherzugrif f und anschlieSend nacheinander 
Zugrif f sdaten des betreffenden Speicherbereichs uber wenig- 
stens einen gemeinsamen externen AnschluS des Speichers uber- 
tragen werden (sogenanntes Multiplexen einer Adresse mit sehr 
vielen nachf olgenden Zugrif f sdaten auf einem Pin) . Die Adres- 
sen zum Zugriff auf Speicherzellen des betreffenden Speicher- 
bereichs werden wahrend des Speicherzugrif fs beispielsweise 
durch einen internen Zahler innerhalb des Speichers gene- 
riert. Dadurch ist es ermoglicht, einen unterbrechungsf reien 
Zugrif fsdatenstrom auf den Datenpins zur Verfugung zu stel- 
len . 

In einer Ausf uhrungsf orm des erf indungsgemaSen Verfahrens 
wird mit einem Init ialisierungsbef ehl eine f est zulegende An- 
zahl der Speicherbereiche oder alternativ eine GroEe der je- 
weiligen Speicherbereiche iibertragen. Beispielsweise wird das 
Speicherzellenf eld in Speicherbereiche gleicher GroSe unter- 
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teilt. Dabei ist es vorteilhaf t , wenn mit der Initialisierung 
die BereichsgroSe variiert werden kann. 

In einer weiteren Ausf uhrurigsf orm der Erfindung wird ein Aus- 
5 wahlsignal an den Speicher angelegt, mittels dem wenigstens 
zwei Befehle fur den Speicherzugrif f ubertragen werden. Da- 
durch kann die Anzahl der Kommandopins verringert werden. Da- 
mit reduziert sich insgesamt die Anzahl der fiir Daten und 
Kommandos benotigten Pins. Ein derartiges Auswahlsignal ist 

10 beispielsweise geeignet, zwischen Lesen und Schreiben von Zu- 
griffsdaten zu unterscheiden . Es kann damit ein Auslesebef ehl 

- und ein Schreibbef ehl mit dem selben Auswahlsignal alternativ 
ubertragen werden. Vorzugsweise wird mittels des Auswahlsi- 
gnals zusatzlich der Initialisierungsbef ehl ubertragen. 

15 

Mit dem erf indungsgemaSen Konzept wird die Flexibilitat eines 
Speicherzugrif fs in einem gewissen MaSe eingeschrankt . Dieses 
sollte abgewagt werden unter den Gesichtspunkten, daS beim 
erf indungsgemafien Betriebsverf ahren eine verringerte Lei- 

2 0 stungsauf nahme , niedrigere Anf orderungen an das Testen des 

Speicherchips und ein normalerweise bevorzugter Transfer gro- 
Ser Datenmengen hintereinander ohne standiges Springen der 
Adressen oder haufiges Umschalten zwischen Lesen und Schrei- 

^ ben ermoglicht ist. 

25 

Mit der Erfindung ist es weiterhin moglich, wie bei herkomm- 
lichen Speichern eine Maskierung von Daten durchzuf uhren . 
Ebenso ist es moglich, einen Abbruch eines Lese- oder 
Schreibzyklus herbeizuf iihren . Zu diesen Zwecken wird vorteil- 

3 0 haft ein Unterbrechungsbef ehl ubertragen zur Unterbrechung 

oder Beendigung des Speicherzugrif fs zu einem durch den Un- 
terbrechungsbef ehl definierten Zeitpunkt. Dieser Unterbre- 
chungsbef ehl kann vorteilhaf t mit dem oben beschriebenen Aus- 
wahlsignal ubertragen werden. Dadurch ist kein weiterer Pin 
35 fur den Unterbrechungsbef ehl notwendig. Mit dem Unterbre- 
chungsbefehl ist es moglich, das Schreiben beziehungsweise 
Lesen an einer beliebigen Stelle abzubrechen. Auch ware es 
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moglich, durch zwischenzeitliches Aktivieren eines Maskie- 
rungssignals einzelne Daten zu maskieren, das heiSt die ent- 
sprechenden an den Datenpins liegenden Zugrif f sdaten fur die- 
sen Zugrif f szyklus nicht in den Speicher oder aus dem Spei- 
5 cher zu iibertragen. Dieses Maskierungssignal kann ebenfalls 
vorteilhaft mit dem oben beschriebenen Auswahlsignal iibertra- 
gen werden . 

Um vorteilhaft einen Start einer Lese- oder Schreiboperat ion 
10 an einer beliebigen Adresse des Speichers durchfiihren zu kon- 

nen, wird in einer Weiterbildung des erf indungsgemaSen Ver- 
^ fahrens fiir den Speicherzugrif f eine Startadresse iibertragen, 

von der ausgehend die Adressen zum Zugriff auf die Speicher- 

zellen des betreffenden Speicherbereichs generiert werden. 

15 

Der mit dem erf indungsgemaSen Verfahren durchgef iihrte Be- 
triebsmodus kann sowohl fur einen dafur eigenstandig konzi- 
pierten Speicher verwendet werden als auch zusatzlich zu den 
bereits bekannten Betriebsmodi von herkommlichen Speichern 
20 verwendet werden. In letzerem Fall ware es moglich, entweder 
den Betriebsmodus dem Kunden gegeniiber zu spezif izieren oder 
ihn lediglich als Testmodus einzubauen. In einem Testmodus 
wiirde das erf indungsgemafie Verfahren das Testen des Speichers 
^ vor der Auslieferung fur den Hersteller erleichtern. Es wer- 
25 den fur die Testphase weniger Pins benotigt, wodurch sich 

Ressourcen am Testgerat einsparen lassen. AulSerdem kann da- 
durch die Parallelitat beim Testen der Funktionsf ahigkeit 
mehrerer Speicher erhoht werden, was vorteilhaft den Kosten- 
aufwand fur den Testbetrieb senkt . 

30 

Weitere vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen der Erfindung 
sind in Unteranspriichen angegeben. 

Die Erfindung wird im folgenden an einem Aus fiihrungsbei spiel 
35 anhand der in der Zeichnung dargestellten Figuren naher er- 
lautert . Es zeigen 
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Figur 1 eine schematische Darstellung einer Ausf uhrungsf orm 
eines Speicherchips , 

Figur 2 eine Anordnung mehrerer Speicherchips, die an einem 
5 gemeinsamen Datenbus angeschlossen sind, 

Figur 3 ein Signalablauf diagramm fur eine Initialisierung 
eines Speichers, 

10 Figur 4 ein Signalablauf diagramm fur einen Schreibzugrif f 
auf einen Speicher. 


Figur 1 zeigt eine Ausf uhrungsf orm eines Speicherchips CH, 
der ein Speicherzellenf eld A aufweist . Der Speicherchip CH 
15 ist im vorliegenden Beispiel ein 64 Mbit-Speicherchip . Der 

Speicherchip CH weist 16 Datenanschliisse I/Ol bis 1/016 auf. 
Damit weist der Chip CH 64 x 1024 x 1024 / 16 = 2 26 / 2 4 = 2 22 
= 4 x 1024 x 1024 Adressen auf. 

20 Das Speicherzellenf eld A weist Wortleitungen WL und Bitlei- 
tungen BL auf, in deren Kreuzungspunkten die Speicherzellen 
MC angeordnet sind. Mittels der Wortleitungen WL werden die 
Speicherzellen MC jeweils iiber einen Auswahltransistor ausge- 
0 wahlt, die auszulesenden oder einzuschreibenden Zugrif f sdaten 

25 iiber die Bitleitungen BL ausgelesen beziehungsweise einge- 

schrieben. Fur einen Speicherzugrif f wird das Speicherzellen- 
feld A in 512 Speicherbereiche B0 bis B511 aufgeteilt. Jeder 
der 512 Speicherbereiche B0 bis B511 enthalt demzufolge 4 x 
1024 x 1024 / 512 = 8192 Adressen. 

30 

Bei dem vorliegenden Speicher CH werden nur noch zwei An- 
schliisse fur Bef ehlssignale CS und WE benutzt. Das Signal CS 
entspricht einem sogenannten Chip-Select-Signal, mit dem der 
Chip ausgewahlt werden kann. Dieses Aktivierungssignal CS ist 
35 zugleich ein Taktsignal zum Betrieb des Speichers CH. Ein 

derartiges Clock-Signal wird fur den Betrieb beispielsweise 
eines SDRAM- Speichers benotigt. Mit dem Auswahlsignal WE wird 
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zwischen einem Lesezugriff und einem Schreibzugrif f unter- 
schieden. Ein dritter AnschluS konnte einen Vergleichspegel 
fur die eingehenden Datensignale liefern, beispielsweise in 
Form einer Ref erenzsparmung als Grenze zwischen "High" und 
"Low" Spannungspegel auf den Datenleitungen . Dieser Ver- 
gleichspegel konnte aber auch intern durch einen Spannungs- 
teiler aus einer Versorgungsspannung erzeugt werden. Die Re- 
f erenzspannung betragt beispielsweise die Halfte des Betrags 
der Versorgungsspannung. 


#Vor einem Speicherzugrif f wird eine Init ialisierung des Spei- 
chers CH durchgef uhrt . Diesbeziiglich ist in Figur 3 ein bei- 
spielhaftes Signalablauf diagramm zur Initialisierung des 
Speichers gezeigt . Uber das Aktivierungssignal CS, das als 
15 Taktsignal zu laufen beginnt, wird der Chip ausgewahlt . Die 
Initialisierung wird mit einem Initialisierungsbef ehl , der 
mittels dem Auswahlsignal WE ubertragen wird, eingeleitet . 
Das Auswahlsignal WE weist in einer Ausf uhrungsf orm dazu die 
Signalfolge "10101010" auf. Diese Signalfolge wird als In- 
20 itialisierungsbef ehl interpretiert , mit dem zugleich das 

Speicherzellenf eld A in die 512 Speicherbereiche B0 bis B511 
aufgeteilt wird. 

Dazu wird uber die Anschliisse 1/01 bis 1/04 der Zweierlo- 
v 25 garithmus der Anzahl der Speicherbereiche, auf die spater 

blockweise zugegriffen werden soil, iibergeben. In diesem Fall 
betragt der Zweierlogarithmus aus der Zahl 512 log2(512) = 9, 
also binar "1001". Diese binare Information wird auf den An- 
schliissen 1/04, 3, 2, 1 entsprechend ubertragen. Alle weite- 

30 ren I/Os sind "0". Damit ist dem Speicher die f estzulegende ■ 
Anzahl der Speicherbereiche mitgeteilt, woraus sich die GrolSe 
des einzelnen der Speicherbereiche, die alle gleich groS 
sind, ergibt . Alternativ dazu ware es moglich, die GroSe ei- 
nes Speicherbereichs zu iibergeben, woraus sich die Anzahl der 

35 f estzulegenden Speicherbereiche ergeben wiirde . 
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Ein beispielhaf ter Schreibzugrif f auf den Speicher aus Figur 
1 ist anhand des Signalablauf diagramms gemaS Figur 4 darge- 
stellt. In diesem Fall wird der Chip wiederum iiber das Akti- 
vierungssignal CS ausgewahlt, das als Taktsignal zu laufen 
5 beginnt . Das Auswahlsignal WE geht vom hochimpedanten Zustand 
("High-Z" ) auf den Zustand "1" ("High") . Damit ist der 
Schreibmodus ausgewahlt. Fur den Speicherzugrif f wird auf den 
I/Os 1 bis 9 die Speicherbereichsadresse BADR zur Auswahl des 
Speicherbereichs B9 angelegt. Dieser Bereich B9 soil im fol- 
io genden mit Datensignalen beschrieben werden. Zur Auswahl des 

Bereichs B9 wird an den I/Os 4 bis 1 "1001" (Binardarstellung 
" von 9) angelegt. Die librigen I/Os sind auf "0". 

AnschlieSend wird in dieser Aus fiihrungs form eine festgelegte 

15 Anzahl an Taktzyklen spater eine Startadresse innerhalb die- 
ses Bereichs B9 ausgewahlt. An dieser Startadresse soil das 
' Schreiben innerhalb dieses Bereichs beginnen. Die 8192 Adres- 
sen innerhalb eines jeweiligen Bereichs werden als Start- 
adresse iiber die Anschlusse 1/01 bis 14 angesprochen . In die- 

20 sem Beispiel wird als Startadresse SADR an den Anschlussen 

1/05 bis I/Ol "10110" angelegt (Binardarstellung von 22) . Die 
iibrigen I/Os sind auf "0". Von dieser Startadresse SADR aus- 
gehend werden die Adressen ADR zum Zugrif f auf die Speicher- 

q zellen MC des Speicherbereichs B9 mittels eines Zahlers Z ge- 

2'5 neriert . 

Eine festgelegte Anzahl von CS-Zyklen spater werden die 
Schreibdaten auf den I/Os bereitgestellt und vom Chip CH 
ubernommen. Die Schreibdaten DA werden dabei nacheinander in 
3 0 schneller Folge ubertragen. Diese werden dann im Speicher CH 
abgespeichert . 

Ist der interne AdreSzahler am Ende des Speicherbereichs B9 
angekommen, geht das Auswahlsignal WE wieder auf "High-Z" . 
35 Damit ist der Schreibzyklus beendet . Fur den Fall, dafi das 

Auswahlsignal WE im Zustand "High" verbleibt, wird die nach- 
ste Speicherbereichsadresse BADR angelegt. 
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Will man nicht bis an das Ende des Speicherbereichs B9 alle 
Adressen durchlaufen, so wird ein Unterbrechungsbef ehl iiber- 
tragen zur Unterbrechung oder Beendigung des Speicherzugrif f s 
zu einem durch den Unterbrechungsbef ehl definierten Zeit- 
punkt . Dieser wird vorteilhaft ebenfalls durch das Auswahlsi- 
gnal WE iibertragen, das dazu beispielsweise die Signalfolge 
"010-High-Z" durchlauf t . Zur Unterbrechung beziehungsweise 
zur Maskierung von bestimmten Daten ware es moglich, durch 
zwischenzeitliches Schalten von WE auf "High-Z" gezielt ein- 
zelne Daten zu maskieren, das hei&t die entsprechenden an den 
I/Os liegenden Daten fur diesen Zugrif f szyklus nicht in den 
Chip zu ubernehmen. 

Fur einen Lesezugriff ist der Ablauf ahnlich dem oben be- 
schriebenen Ablauf fur einen Schreibzyklus . In diesem Fall 
geht das Auswahlsignal WE nicht auf "1" , sondern auf "0". 
Dieser Zustand stellt somit einen entsprechenden Lesebefehl 
dar. Fur einen Abbruch durchlauf t das Auswahlsignal WE dem- 
entsprechend die Signalfolge "101-High-Z" oder ahnliches. 

Das erf indungsgemaSe Betriebsverf ahren funktioniert sowohl 
fur einfache als auch fur doppelte Datenrate, bei der ein Da- 
tum pro Taktflanke des Signals CS iibertragen wird, wie in Fi- 
gur 4 dargestellt. Fur den Chiphersteller ist es von Vorteil, 
daS es dem jeweiligen Chipdesign uberlassen ist, wie die zu 
lesenden oder schreibenden Daten im Chip verteilt werden. 
Dies ermoglicht insbesondere , einen Betriebsmodus mit gerin- 
gem Stromverbrauch zu wahlen (beispielsweise sogenannter 
"Fast Page Mode" bei dynamischen Speichern) und kritische in- 
terne Timings weitestgehend zu vermeiden. Dadurch ergibt sich 
eine geringere Ausf allwahrscheinlichkeit des Speicherchips. 

In Figur 2 ist eine Anordnung gezeigt, bei der mehrere Spei- 
cherchips CHI bis CH4 an einem gemeinsamen Datenbus DB ange- 
schlossen sind. Die Speicherchips CHI und CH2 bilden eine so- 
genannte Speicherbank BK1 . Die Speicherchips CH3 und CH4 bil- 
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den eine Speicherbank BK2 . Die Aktivierungssignale CS1 und 
CS2 sind an den Speichern CHI, CH2 beziehungsweise CH3 , CH4 
angeschlossen. Die Speicher CHI bis CH4 werden parallel an 
dem Datenbus DB betrieben, wobei beispielsweise von den Chips 
5 CHI, CH3 die hoherwert igen Bits, von den Chips CH2 und CH4 
die niederwertigen Bits des Datenbusses DB geliefert werden. 

In der Variante gemaS Figur 2 ubernehmen die Signale CS1 und 
CS2 nur die Funktion eines Aktivierungssignals . Die Speicher- 

10 chips weisen jeweils einen weiteren Pin fur ein Taktsignal CK 
auf, das die Funktion eines Clocks ubernimmt . Dies ist vor- 
teilhaft fur den Fall, daS eine Verkopplung des Signals CS 
mit einem Taktsignal als unangenehm angesehen wird, weil eine 
stabile Clock aus Griinden der Phasenstabilisierung eigentlich 

15 durchlaufen sollte. 


Die in den Signalablauf diagrammen der Figuren 3 und 4 gezeig- 
ten Verlaufe sind beispielhaf te Ausf iihrungsf ormen . Insbeson- 
dere sind die zeitlichen Abstande zwischen den einzelnen 
20 Adressen oder von den Adressen zu den Zugrif f sdaten nur bei- 
spielhaf t vorgegeben. Diese hangen insbesondere von den ver- 
wendeten Frequenzen und vom jeweiligen Chipdesign ab. Aufier- 
dem sind verschiedene Kommandosequenzen mittels CS und WE zur 
^ Realisierung des reduzierten Bef ehlssatzes moglich, die an- 
25 hand der Figuren beschriebenen Kommandosequenzen sind nur 

Beispiele. Da nur wenige verschiedene Zugrif fsarten moglich 
sind, ergeben sich fur einen Testmodus des Speichers zum Te- 
sten der Funktionsf ahigkeit des Speichers vorteilhaft verrin- 
gerte Anf orderungen . 


30 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Betrieb eines integrierten Speichers mit ei- 
nem Speicherzellenf eld, 

5 - bei dem vor einem Speicherzugrif f das Speicherzellenf eld 
(A) in mehrere Speicherbereiche (BO bis B511) aufgeteilt 
wird, 

- bei dem fur einen Speicherzugrif f einer der Speicherberei- 
che (B9) durch Anlegen einer Speicherbereichsadresse (BADR) 

10 ausgewahlt wird, 
_A > - bei dem wahrend des Speicherzugrif fs Adressen (ADR) zum Zu- 
griff auf Speicherzellen (MC) des einen der Speicherbereiche 
(B9) intern vom Speicher (CH) generiert werden, 

- bei dem iiber einen gemeinsamen externen Anschlufi (l/Ol bis 
15 1/09) des Speichers die Speicherbereichsadresse (BADR) und 

anschlieSend nacheinander Zugrif f sdaten (DA) des einen der 
Speicherbereiche iibertragen werden. 

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , 

20 dadurch gekennzeichnet, dafi 

mit einem Initialisierungsbef ehl (WE) eine f est zulegende An- 
zahl der Speicherbereiche (BO bis B511) oder eine GroSe der 
Speicherbereiche iibertragen wird. 



25 3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , 

dadurch gekennzeichnet, daS 
fur den Speicherzugrif f eine Startadresse (SADR) iibertragen 
wird, von der ausgehend die Adressen (ADR) zum Zugriff auf 
die Speicherzellen des einen der Speicherbereiche (B9) gene- 

3 0 riert werden. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 
ein Unterbrechungsbef ehl (WE) iibertragen wird zur Unterbre- 
3 5 chung oder Beendigung des Speicherzugrif fs zu einem durch den 
Unterbrechungsbef ehl definierten Zeitpunkt. 
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5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

ein Auswahlsignal (WE) an den Speicher angelegt wird, mittels 
dem wenigstens zwei Befehle fur den Speicherzugrif f iibertra- 
5 gen werden. 

6 . Verfahren nach Anspruch 5 , 

dadurch gekennzeichnet, dafe 
mittels dem Auswahlsignal (WE) ein Auslesebef ehl und ein 
10 Schreibbef ehl libertragen werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

mittels dem Auswahlsignal (WE) ein Initialisierungsbef ehl , 
15 ein Unterbrechungsbef ehl und/oder ein Maskierungssignal liber- 
tragen werden. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

20 bei einem Betrieb von mehreren Speichern (CHI bis CH4) an ei- 
nem gemeinsamen Datenbus (DB) an jeden der Speicher ein Akti- 
vierungssignal (CS1, CS2) zur Aktivierung des jeweiligen 
Speichers angelegt wird. 

2 5 9. Verfahren nach Anspruch 8, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
das Aktivierungssignal (CS) zugleich als Taktsignal zum Be- 
trieb des jeweiligen Speichers verwendet wird. 

30 10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
das Verfahren nur in einem Testmodus des Speichers zum Testen 
der Funktionsf ahigkeit des Speichers durchgefuhrt wird. 


35 
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Zusammenf assung 

Verfahren zum Betrieb eines integrierten Speichers 

In einem Verfahren zum Betrieb eines integrierten Speichers 
mit einem Speicherzellenf eld wird vor einem Speicherzugrif f 
das Speicherzellenf eld (A) in mehrere Speicherbereiche (BO 
bis B511) aufgeteilt. Fur den Speicherzugrif f wird einer der 
Speicherbereiche (B9) durch Anlegen einer Speicherbereichs- 
adresse (BADR) ausgewahlt . Wahrend des Speicherzugrif fs wer- 
den Adressen (ADR) zum Zugriff auf Speicherzellen (MC) des 
einen der Speicherbereiche (B9) intern vom Speicher (CH) ge- 
neriert. Uber einen gemeinsamen externen Anschlufi (I/Ol bis 
1/09) des Speichers werden die Speicherbereichsadresse (BADR) 
und anschlieSend nacheinander Zugriff sdaten (DA) des einen 
der Speicherbereiche ubertragen. Das Betriebsverf ahren ermog- 
licht eine vergleichsweise niedrige Anzahl an AnschluSpins . 


Figur 1 


P 2001,0129 ' 


13 

Bezugszeichenliste 


WE Auswahl signal 

5 CS Aktivierungssignal 

CS1, CS2 Aktivierungssignal 

1/01 bis 1/016 AnschluS 

A Speicherzellenf eld 

CH Speicher 

10 CHI bis CH4 Speicher 

Z Zahler 

BO bis B511 Speicherbereich 

WL Wort lei tungen 

BL Bitleitungen 

15 MC Speicherzellen 

ADR Adresse 

BADR Speicherbereichsadresse 

SADR Startadresse 

DA Schreibdaten 

20 DB Datenbus 

CK Takt signal 

BK1, BK2 Speicherbank 


P. .2 0.01, 0.129. 
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